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Contexte et problematique

Effets Singuliers (SEE)
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Contexte et problematique

Résultats preliminaires (2012) : risque SEE vs roadmap
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Objectif de la these et démarche

Etudier I'impact des muons sur les systemes €electroniques en
environnement atmosphérique (terrestre et avionique) avec une
approche théorique et expérimentale

=> Développer et valider un modele d'interaction muon/semi-conducteur
=> Développer une instrumentation pour realiser des mesures expérimentales

> Combiner les résultats issus de la modélisation et des mesures expérimentales

=> Développer deux axes prospectifs visant a étudier la contribution muon dans le
cas d'environnements opérationnels et évaluer les tendances de ces contributions
pour les futures technologies

O MERMA




Méthodes

Position de 'ONERA
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Département Environnement Spatial
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Plate-forme MUSCA SEP3 : prédiction des SEE
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M. Raine et al., “Impact of the Radial Ionization

Profile on SEE Prediction for SOI Transistors and

SRAMs Beyond the 32-nm Technological Node”,
IEEE TNS, vol. 58, no. 3, june 2011
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Méthodes
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Y M. Raine et al., “Impact of the Radial Ionization
Drain |} & Profile on SEE Prediction for SOI Transistors and
........................ e SRAMs Beyond the 32-nm Technological Node”,
Z & Q IEEE TNS, vol. 58, no. 3, june 2011
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Méthodes

Visualisation de GEANT4

Activit di mer, 10:45
PhysicsList.cc (~/Documents/G4/Projets/MuonMicrofsrc) — gedit x
File Run Energy Particle Vis Viewer Fichier Edition Affichage Rechercher Outils Documents
BEH ¢y 2 /008D @@ O || B ourir v & Enregistrer ) | 5 Annuler g = | Q &
Scene tree | Help | History [viewer—o (OpenGLStoredQt) B W | [ PhysicsList.cc | ] PhysicsList.hh
-0 (OpenGLStoredQt) | € > } else if ( particleMame == "proton" ) {

Scene tree : viewer-0 (O
+ 1 [ Axes
+ @ [| Touchables

// STANDARD msc is active in the world
GdhMultipleScattering® msc = new G4hMultipleScattering():;
pmanager-=AddProcess(msc, -1, 1, 1};

// STANDARD ionisation is active in the world
GdhIonisation* hion = new G4hlonisation();

pmanager-=AddProcess(hion, -1, 2, 2);

// MicroElec ionisation is not active in the world
G4MicroElecInelastic* microelecioni = new G4MicroEleclnelastic
("p_G4MicroElecInelastic");
microelecioni-=SetEmModel (new G4DummyModel () ,
microelecioni-=SetEmModel (new G4DummyModel (),
pmanager-=AddDiscreteProcess(microelecioni) ;

1)
2);

—

else if (particleName == "mu-" || particleName == "mu+"){
//STANDARD msc is active in the world
GAMuUMultipleScattering® msc = new G4MuMultipleScattering();

pmanager-=AddProcess(msc, -1, 1, 1};

//STANDARD ionisation is active in the world
G4Mulonisation® muion = new G4Mulonisation() ;
pmanager-=AddProcess(muion, -1, 2, 2);

Output S/STANDARD brems is active in the world
Visualization verbosity changed to errors (2) " G4MuB remsstrabhlung* mubrems = new G4MuBremsstrahlung();
/tracking/storel‘raject::rv 2 pmanager-=AddProcess (mubrems, -1, -1, 3);
Attrikbutes available for modsling and filtering with

"/vis/medeling/trajsctorises/create/drawByAttribute” //STANDARD pair production is active in the world

GAMUPairProduction® mupair = new G4MuPairProduction();

and = pmanager-=AddProcess (mupair, -1, 2, 2);
Touchables slider )
Show all ~{_j~ Hide all R T ([T S/STANDARD muon nuclear process is active in the world
G4MuonMuclearProcess* muMucProcess = new G4MuonMNuclearProcess();
select item(s) - G4MuonVDNuclearModel* muMucModel = new G4MuonVDNuclearModel() ;
ession: C++~ Largeur des tabulations : 8 v Lig 229, Col 20 INS
OMRERA

i S




Méthodes

Utilisation du module de GEANT4:
$G4/examples/advanced/microelectronics

!

Simuler les traces des protons dans le silicium

!

Extension de la physique du module aux muons

!

Est-il nécessaire de considérer le dép6t comme radial ?




Résultats

# Simulations des traces du dépot d'énergie des protons dans le
silicium
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ey publications potentielles
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Prochaine étape

# Continuer analyse des simulations muons
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By Utilisation des équipements du CPPM
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Merci a tous pour votre attention !

O MERMA
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